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RESUMO

Este trabalho de Iniciacdo Cientifica tem como objetivo verificar a viabilidade
de utilizar o silicio poroso (SiP) com filme de nanotubos de carbono (CNT) como
absorvedor de radiacéo solar para uso terrestre ou espacial, estudando as caracteristicas
Opticas e estruturais do SiP mono e multicamadas com CNT depositados. Dando
continuidade a pesquisa com SiP, iniciada em 1999 pelo Grupo de Dispositivos
Fotovoltaicos (GDF) da Coordenacdo de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento
Tecnoldgico (COPDT), o trabalho atual trata da obtencdo do SiP mono e multicamada
pelo ataque eletroquimico de laminas de Si com dopagem do tipo-p (SiP-p) e do tipo-n
(SiP-n), ambas de baixa resistividade (0,01 - 0,02 Q/cm) e espessura de 500 um. Os
trabalhados anteriores concentraram-se na obtencdo do SiP-p com diferentes
morfologias, tamanho de poros, espessura da camada e indice de refracdo. O trabalho
atual concentra-se no estudo do SiP-n. Inicialmente foi realizada uma varredura dos
parametros de ataque eletroquimico (tempo e densidade de corrente) e foi verificada a
influéncia da iluminagdo na obtengdo das amostras. As amostras foram analisadas
através de MEV/FEG, espectrofotdmetro (250 a 850 nm) e sonda de refletancia (350 a
1700 nm). Posteriormente, amostras de SiP-p e SiP-n serdo utilizadas para a
crescimento de CNT pela técnica de CVD (Chemical Vapor Deposition) para definir o
melhor conjunto SiP/CNT para aplicagdo como absorvedor de radiacdo solar. Neste
trabalho vamos detalhar a fabricacdo do SiP tipo n e comparar os resultados obtidos
com as amostras do tipo p.
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